Uchwala
Komisji habilitacyjnej
z dnia 14.09.2026
0 wyrazeniu pozytywnej opinii w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w
dziedzinie nauk Scislych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki fizyczne w post¢powaniu
wszcez¢tym na wniosek Pani dr inz. Euniki Zielony

Komisja habilitacyjna, powotana przez Rade Dyscypliny Naukowej Nauki Fizyczne., uchwatg
nr 312/21/RDND11/2024-2028 z dnia 12.05.2026, dzialajac na podstawie art. 221 ust. 10
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
1571 z pézn. zm.) oraz § 25 ust. 5 Regulaminu nadawania stopni naukowych na Politechnice
Wroctawskiej (t.j. Uchwala nr 251/18/2024-2028 Senatu PWr z dnia 30 pazdziernika 2025 r.),
po zapoznaniu si¢ z recenzjami, dokumentacjg wniosku i po przeprowadzeniu kolokwium
habilitacyjnego uchwala, co nastgpuje:

§1

Komisja habilitacyjna stwierdza, ze osiagni¢cia naukowe zebrane pod tytulem ,,Badania
wplywu defektéw i odksztalcen sieci na wlasnosci heterostruktur planarnych i kolumnowych
na bazie pdolprzewodnikow szerokoprzerwowych ZnO i GaN” stanowig znaczny wkilad w
rozwéj dyscypliny naukowej nauki fizyczne i wyraza pozytywna opini¢ w sprawie nadania
Pani dr inz. Eunice Zielony stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk $cistych i
przyrodniczych, w dyscyplinie nauki fizyczne.

§2

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Uzasadnienie

Po zapoznaniu si¢ z dokumentacja postgpowania w sprawie nadania Pani dr inz. Eunice
Zielony stopnia doktora habilitowanego, w tym recenzjami, z ktérych wszystkie cztery sg
pozytywne, Komisja habilitacyjna stwierdzita, ze kandydatka posiada w dorobku osiggniecia
naukowe stanowigce znaczny wklad w rozwdj dyscypliny nauki fizyczne. W szczegdlnosci, za
znaczacy wklad w rozwoj dyscypliny Komisja uznala osiggni¢cia opisane w cyklu 10 publikacji
zatytutowanym ,,Badania wplywu defektow i odksztalcen sieci na whasnosci heterostruktur
planarnych i1 kolumnowych na bazie pdtprzewodnikéw szerokoprzerwowych ZnO i GaN”.
Komisja jako wkiad w dyscypling uznaje zaobserwowanie, zbadanie i zinterpretowanie w
analizowanych heterostrukturach nastepujacych efektéw:

1. Wykazanie - wbrew powszechnemu w literaturze zalozeniu o pelnej relaksacji
sieciowej nanodrutéw - obecnosci mikro-naprezen w nanodrutach ZnO i GaN wraz z



identyfikacja ich prawdopodobnych zrédet (koalescencja nanodrutéw, wbudowywanie obcych
atomoéw w sie¢ krystaliczng, statystyczne zréznicowanie rozmiaréw i ksztaltow). Wyniki te
majg bezposrednie znaczenie dla projektowania przyrzadéw optoelektronicznych opartych na
nanodrutach GaN i Zn(Cd,Mg)O i zostaty opublikowane w bardzo prestizowych czasopismach,
m.in. w Applied Surface Science (2021, 2022) oraz w Small (2024, IF = 12,1).

2. ldentyfikacja i okreslenie pochodzenia defektéw akceptorowych zwiazanych z
azotem i arsenem w planarnych heterostrukturach ZnO domieszkowanego na typ p (Journal of
Alloys and Compounds, 2014 i 2018), co wnosi konkretny wkiad w wieloletnie, wcigz
nierozwigzane w pelni w literaturze przedmiotu zagadnienie uzyskania trwalego
przewodnictwa dziurowego w ZnO, oraz elektryczng charakterystyke heterozlaczy
kolumnowych ZnMgO/Si i planarnych ZnCdO/Si, potwierdzajaca ich sprawne dzialanie jako
diod i przyblizajacg ich praktyczne zastosowanie.

3. Wyznaczenie kluczowych parametréw elekirycznych heterozigczy planarnych (n-
Zn0/ZnCdO/p-8i) oraz kolumnowych (nZnO/ZnMgO/p-Si) i ocene ich potencjatu
aplikacyjnego.

4. Identyfikacje mechanizméw powstawania odksztalcen sieci w nanodrutach ZnO
zawierajacych studnie kwantowe ZnO/Zn(Cd,Mg)O oraz w nanodrutach rdzef-powloka
krystaliczna GaN-AlGaN i rdzefi-powloka amorficzna GaN-AlOx/HfOx.

5. Kompleksows analize wlasciwosci optycznych, w szczegdlnosei wydajnosci i
stabilnosci luminescencji, nanodrutéw rdzen-powloka GaN-AlOx/HfOx.

Komisja przywotata fakt spojnego osiagni¢cia naukowego Habilitantki, podkreglila, ze
jej wklad w przestawione prace wieloautorskie jest dominujacy, prace maja wysoki poziom, o
czym mig¢dzy innymi $wiadcza znakomite czasopisma, ktére systematycznie przyjmuja prace
Habilitantki. Prace te majg znaczacy wktad w rozwoj fizyki nanostruktur szerokoprzerwowych.

Komisja stwierdzila tez, ze Kandydatka wykazuje si¢ réwniez istotna aktywnoscia
naukowg realizowang w wigcej niz jednej instytucji naukowej. Wprawdzie staze, ktore odbyta
w innych instytucjach dlugoscia nie przekraczajg kilku tygodni, ale zaowocowaly realng
wspélpraca naukowg i wsp6lnymi publikacjami, w tym publikacjami wlaczonymi do
osiggnigcia habilitacyjnego. Instytucje w ktérych realizowane byly badania Habilitantki to:

¢ Rozne laboratoria w IFPAN w Warszawie, w tym dwa laboratoria MBE,

* Sie¢ Badawcza FLukasiewicz, Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki w Warszawie,
¢ Instytut Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych PAN (INTiBS), Wroctaw,
e Instytut Metalurgii i Inzynierii Materialowej PAN, Krakéw,

e GeePs - CNRS i Paris-Saclay, Francja,

e Uniwersytet Cukurova, Turcja,

e Rosyjska Akademia Nauk,

e Chang-Gung University, Tajwan.



Uchwala w sprawie wyrazenia pozytywnej opinii dotyczacej nadania stopnia
naukowego doktora habilitowanego jest podejmowana w glosowaniu jawnym i zapada
wigkszoscig gloséw w obecno$ci co najmniej Przewodniczacego i Sekretarza Komisji
Habilitacyjnej oraz dwéch recenzentéw. Obecnych i uprawnionych do glosowania byto 7 0s6b
(pelny sktad Komisji Habilitacyjnej), glosowato 7 oséb, oddajagc 7 gloséw waznych. Za
wyrazeniem pozytywnej opinii oddano 7 gloséw, przeciw oddano 0 gloséw, wstrzymato si¢ od
glosu 0 0s6b. Wobec tego Komisja jednoglosnie wyrazita pozytywna opini¢ w formie uchwaty
w sprawie nadania Pani dr. inz. Eunice Zielony stopnia doktora habilitowanego.

Przewodniczacy Komisji Habilitacyjnej
prof. dr hab. Wojciech Pacuski






